PCX 



WELTORCANISATTON FOR GEISTIGES EICENTUM 
Internationales 60 ro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG CfBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET PES PATENTWESENS (PCT) 


(51) Internationale PatentkJassifikation ^ : 
HOIL 27/115, 21/3205 


Al 


(11) Internationale VerdfTenUichungsnumnicr: WO 98/15008 

9. April 199S (09.04.9&> 


(43) Internationales 

. Veroflentlichungsdatum: 


(21) Internationales Aktenzeichen: 

(22) Internationales Anmeldedatum: 


PCT/DE97/02034 

11. September 1997 
(11.09.97) 


(30) Prioritatsdaten: 
196 40 211.5 


30. September 1996 (30.09.96) DE 


(71) AnmMer (fur alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT (DE/DE]; Wittelsbachcrplatz 2. 
D-80333 MQncben (DE). 

(72) Erfindcr; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): HINTERMAIER. Franlc 
IDE/DE]; Lipowskystrasse 19. D-81373 MQnchen (DE). 
SCHINDLER, GOnther PE/DE]; Ungererstrasse I9« 
D^0802 MUnchen (DE). HARTNER, Walter fDE^DE); 
Alemannenstrasse 20. D-89441 Medlingen (DE). 
MAZURE-ESPEJO. Carlos fDE/DEJ; Grilnlandstrasse 4. 
IV85604 Zomcding (DE). 


(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP. KR. US. europilisches Patent 
(AT. BE, CH, DE, DK. ES. Fl. FR. GB. GR. JE, iT, LU 
MC, NU PT, SE). 


Veroffentlicht 

Mit internationalem RecherchenberichL 


(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING BARRIER-FREE SEMICONDUCTOR STORAGE ASSEMBLIES 

(54) Bezelchnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG BARRIERENFREIER HALBLEITERiSPElCHERANORDNUNGEN 


16:35 



mt 


20 


10 12; 32 


(57) Abstract 


This invention concems a process for producing an integrated semiconductor storage assembly, particularly with ihe use of fcnoclcciric 
materials as storage dielectrics. To that effect, a conductive connection between an electrode of a storage capacitor and a selector transistor 
is only produced after depositing of the storage dielectric. This invention also concems storage assemblies produced according to said 
production process. 
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(§) Verfahren zur Herstellung barrierenfreier Halbleiterspeicheranordnungen 

(§) Verfahren zur Herstellung einer Integrlerten Hatbleiter- 
speicheranordnung, Insbesondere zur Veiwendung ferro- 
elektrischer Materialien als Speicherdleteictrika, wobei eine 
iditende Verbmdung zwischen einer Elektrode eines Spei- 
cherkondensators und einem Auswahltransistor erst nach 
Abscheidung des Speicherdielektrikums hergestellt wird; 
sowie nach dem Hersteltverfahren hergestellte Halbteiter- 
speicharanordnung. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hersteliung 
einer integrierten Halbieiterspeicheranordnung und ei- 
ne nach dem Verfahren hergestellte Halbleiterspeiche- 5 
ranordnung. 

Speicheranordnungen auf Halbleiterbasis bestehen 
ublicherweise aus einer Anzahl Speicherzellen, die Je- 
wells einen Auswahltransistor und einen mit dem Aus- 
wahltransistor verbundenen Speicherkondensator auf- 10 
weisen. Wfihrend eines Herstellverfahrens derartiger 
Halbieiterspeicheranordnungen werden Qblicherweise 
erste Elekm>den fiber leitenden Verbindungen aufge- 
bracht, wobei die leitenden Verbindungen die ersten 
Elektroden mit jeweils einem der AuswaWtransistoren 15 
verbinden. Ein Speicherdielektrikum wird aber der er- 
sten Elektrode aufgebracht, auf welchem wiederum eine 
zweite Elektrode aufgebracht wird, so daB die erste und 
zweite Elektrode sowie das dazwischenliegende Spei- 
cherdielektrikum einen Speicherkondensator bilden, 20 
der mit einem der Auswahltransistoren ieitend verbun- 
den ist 

Die Verwendung neuartiger ferroelektrischer Mate- 
rialien als Speicherdielektrikum der Speicherkondensa- 
toren ermoglicht die Hersteliung von Halbleiterspei- 25 
chem, die ihre in Form von elektrischer Ladung gespei- 
cherte Information nach Wegfall einer Versorgungs- 
spannung nicht verlieren bzw. deren Speicherinhalte 
nicht in regelmaBigen AbstSnden aufgrund auftretender 
Leckstrome aufgef rischt werden mQssen. 30 

Eine Abscheidung der meisten der bisher bekannten 
derartigen ferroelektrischen Materialien findet bei ho- 
hen Temperaturen in einer sauerstoffhaltigen Atmo- 
sphere statt Dies hat zur Folge, daB die Verwendung 
derartiger ferroelektrischer Materialien in dem oben 35 
beschriebenen Verfahren, bei dem das Speicherdielek- 
trikum uber der ersten Elektrode aufgebracht wird, wel- 
che sich wiederum Ober einer leitenden Verbindung zu 
dem Auswahltransistor befindet, eine Oxidation der lei- 
tenden Verbindung bewirkt, da Sauerstoff wahrend der 40 
Abscheidung der ferroelektrischen Materialien durch 
die erste Elektrode hindurch in Richtung der leitenden 
Verbindung diffundiert Eine Oxidation der leitenden 
Verbindung bedeutet eine Unterbrechung der Verbin- 
dung zwischen Speicherkondensator und Auswahltran- 45 
sistor, so daB eine aus Speicherkondensator und Aus- 
wahltransistor bestehende Speicherzelle nicht mehr 
funktionsfahig ist 

Losungsansatze zur Vermeidung der Oxidation der 
leitenden Verbindung wahrend des Abscheidens eines 50 
ferroelektrischen Speicherdielektrikums sehen vor, Bar- 
rierenschichten zwischen der leitenden Verbindung und 
der ersten Elektrode aufzubringen, wobei die Barrie- 
renschichten elektrisch leitfahig aber widerstandsfahig 
gegen Oxidation und das Hindurchdiffundieren von 55 
Sauerstoff sein mussea Nachteilig bei der Verwendung 
von Barrierenschichten ist die schwierige Suche nach 
geeigneten Materialien, die sowohl elektrisch leitf^g 
als auch sauerstoffundurchl^sig und widerstandsfahig 
gegen Oxidation smd und die in geeigneter Weise auf eo 
die leitenden Verbmdungen aufgebracht werden kdn- 


Verbindung und erster Elektrode verzichtet werden 
kann, so daB sich insbesondere oben genannte Nachteile 
nicht ergeben, sowie cine nach dem Verfahren herge- 
stellte Halbieiterspeicheranordnung anzugeben. 

Dieses Ziel wird mit einem Verfahren zur Hersteliung 
emer Halbieiterspeicheranordnung erreicht, das folgen- 
de Verf ahrensschritte aufweist: 

-- Bereitstellen einer Anordnung aus Auswahltran- 
sistoren; 

— Abscheiden einer ersten Schicht aus Elektroden- 
niaterial auf einer ersten Hauptflache einer Isola- 
tionsschicht, uber der Anordnung aus Auswahltran- 
sistoren; 

— Abscheiden einer Dielektrikumsschicht aber der 
ersten Schicht aus Elektrodenmaterial; 

Erzeugen von Kontaktlochern uber Source-Ge- 
bieten der Auswahltransistoren; 

— Anordnen einer zweiten Isolationsschicht auf 
einer freigelegten Kante der ersten Schicht aus 
Elektrodenmaterial; 

— Abscheiden einer zweiten Schicht aus Elektro- 
denmaterial in Richtung der ersten Hauptflache; 

— Strukturieren der zweiten Schicht aus Elektro- 
denmaterial 


nen. 

Die Erflndung hat das Zlel, em Verfahren zur Herstel- 
iung einer Halbieiterspeicheranordnung zur VerfQgung 
zu stellen, bei dem ferroelektrische Materialien als Spei- es 
cherdielektrika der herzustellenden Speicherkondensa- 
toren verwendet werden konnen und bei dem auf die 
Verwendung von Barrierenschichten zvtdschen leitender 


Bei dem erfrndungsgemiBen Verfahren zur Herstel- 
iung emer Halbieiterspeicheranordnung erfolgt die 
Hersteliung einer leitenden Verbindung zwischen einer 
der beiden Elektroden, in diesem Fall der zweiten Elek- 
trode, und dem Auswahltransistor erst nachdem das 
Speicherdielektrikum abgeschieden wurde. Das Verfah- 
ren ist geeignet fflr die Verwendung beliebiger Dielek- 
trika als Speicherdielektrika zur Hersteliung von Spei- 
cherkondensatoren in Halbieiterspeicheranordnungen. 
Es ist insbesondere geeignet fur die Verwendung ferro- 
elektrischer Materialien als Speicherdielektrika, da bei 
diesem Verfahren oben genannte Probleme, wie die 
Oxidation der leitenden Verbindung zu den Auswahl- 
transistoren wahrend der Abscheidung des Speicherdie- 
lektrikums, nicht auftreten kdnnen. Das Verfahren ist 
weiterhin mit bisher bekannten Methoden zur Herstel- 
iung von Halbieiterspeicheranordnungen leicht durch- 
fuhrbar. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der 
Unteranspruche. 

Die ferroelektrischen Eigenschaften der meisten bis- 
her bekannten ferroelektrischen Materialien. welche 
nach einer Ausfuhrungsform der Erfindung als Spei- 
cherdielektrikum in Frage kommen sind temperaturab- 
hangig. Diese ferroelektrischen Materialien verhalten 
sich unterhalb einer fOr sie charakteristischen Tempera- 
tur ferroelektrisch, wahrend sie sich oberhalb dieser 
charakteristischen Temperatur paraelektrisch verbal- 
ten, wobei die Dielektrizitatskonstante im paraelektri- 
schen Zustand wesentlich h6her ist als die Dielektrizi- 
tatskonstanten bisher verwendeter Speicherdielektrika. 
Die Temperatur, unterhalb derer sich ferroelektrische 
Eigenschaften einstellen, ist bei einigen ferroelektri- 
schen Materialien sehr niedrig, so daB aus technischer 
Sicht erne Verwendung dieser ferroelektrischen Mate- 
rialien nur im paraelektrischen Zustand in Frage 
kommt, wobei deren Dielektrizitatskonstante im para- 
elektrischen Zustand jeweils Qber 10 vorzugsweise uber 
lOObetragt 

Eine Ausfuhrungsform der Erfindung sieht vor, Mate- 
rialien als Speicherdielektrika zu verwenden, deren Di- 
elektrizitatskonstante jeweils grdBer als 10 ist, wobei 
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derartige Materialien beispielsweise oben genannte fer- mehrerer in den Fig. 1 a bis If dargestellter Verfahrens- 

roelektrischen Materialien sein konnen, die oberhalb schritte eriiutert 

der fur sie charakteristischen Temperatur verwendet Fig. la zeigt einen Querschnitt durch ernen Aus- 

^gj-^jgjj^ schnitt einer Anordnung aus Auswahltransistoren, die 

Eine AusfOhrungsform der Erfmdung sieht vor. oxidi- 5 einen Halbleiterkorper 5 aufweist, uber dem eine Isola- 

sche Dielektrika als Speicherdielektrika zu verwendea tionsschicht 10. beispielsweise Siliziimidioxid S1O2 auf- 

Zur Klasse dieser Substanzen gehSren beispielsweise gebracht ist Ein in der vorliegenden Figur dargestellter 

SBTN SrBi2(Tai-xNbx)209, SBT SrBi^TajOg, P2T (Pb, Auswahltransistor 2 weist ein Source-Gebiet 4. em 

Zr>ri03, BST (Ba, SryTiOs oder ST SrHOj. Die Formel Drain-Gebiet 6 und ein Gate 8 auf. wobei sich das Sour- 

(Pb. ZrmOa steht fOr PbxZri-xTiOs. Der Anteil an Pb 10 ce-Gebiet4 und das Drain-Gebiet 6 in einem Halbleiter- 

und 2r bei diesem Substrat kann variieren. wobei das kSrper 5 befinden. wShrend das Gate 8 in der darflber- 

Verhaltnis aus Pb und Zr das Temperaturverhalten die- iiegenden Isolationsschicht 10 angeordnet ist Die Sour- 

ses Dielektrikums maBgebUch bestinmit, d. h. die Tern- ce- und Drain-Gebiete 4, 6 konnen beispielsweise aus 

peratur bestimrat, unterhalb derer das Substrat ferro- komplementir zum Leitungstyp des Halbleiterkorpers 

elektrische Eigenscfaaften bzw. oberhalb derer das Sub- 15 5 douerten Bereichen des Halbleiterkdrpers 5 bestehen. 

strat paraelektrische Eigenschaften bei einer hohen Di- wShrend das Gate 8 aus Polysilizium sein kann. Derarti- 

elektrizitatkonstante aufweist Die Formel (Ba, Sr)ri03 ge Anordnungen aus Auswahltransistoren 2 kdnnen 

steht far BaxSri -xTiOs, wobei bei diesem Substrat das komplett vorgefertigt sein und fur verschiedene Verfah- 

Temperaturverhalten fiber das Verhaitnis von Ba zu Sr ren zur Herstellung von Halbleiterspeicheranordnun- 

mafigeblich bestimmt werden kann. Die liste der ge- 20 gen mit unterschiedlichsten Speicherkondensatorgeo- 

nannten Substanzen ist keinesf aUs voUstandig. Die Aus- metrien verwendet werden. 

wahl einer der Substanzen als Speicherdielektrikum Aus Grunden der Ubersichtlichkeit werden m den 

hangt maBgeblich von Verarbeitungsfaktoren wfihrend folgenden Figuren der Halbleiterkorper 5 sowie die Be- 

des Herstellverfahrens aber auch von Faktoren wah- zugszeichen fur Gate 8 und Drain-Gebiet 6 weggelas- 

rend des Einsatzes, beispielsweise der Umgebungstem- 25 sen. Weiterhin wird auf die Darstellung weiterer Ver- 

peratur der Halbleiterspeicheranordnungab. drahtungen der Anordnung aus Auswahltransistoren, 

Wahrend des Herstellverfahrens nach der Erfindung, beispielsweise der Wort- und Bit-Leitungen, die bei der- 

bei dem die zweite Schicht aus Eiektrodenmaterial nach artigen Anordnungen ublicherweise mehrere Auswahl- 

dem Herstellen der KontaktlScher uber einer Anord- transistorenmiteinanderverbinden,verzichtet 

nung abgescWeden wird. aber der die erste Schicht aus m Fig. I b zeigt die Anordnung aus Auswahltransistoren 

Eiektrodenmaterial und die Dielektrikumsschicht vor 2 nach einem ersten Verfahrensschritt, bei dem uber 

der Erzeugung der Kontaktlocher aufgebracht wurden. einer ersten Hauptflache 3 der Isolationsschicht 10 erne 

ist sicherzusteUen, daB keme leitende Verbmdung zwi- erste Schicht 12 aus Elektrodenmatenal abgeschieden 

schen der ersten Schicht aus Eiektrodenmaterial und wurde, wobei uber der ersten Schicht 12 aus Elektro- 

der zweiten Schicht aus Eiektrodenmaterial an Randern 35 denmaterial eine Dielektrikumsschicht 14 aufgebracht 

der Kontaktlocher entstehen, an denen die erste Schicht wurde. Als Eiektrodenmaterial kann beispielsweise Pla- 

aus Eiektrodenmaterial freiliegt Zur Verhinderung ei- tin verwendet werden. Um ein besseres Anhaftcn der 

ner derartigen leitenden Verbindung zwischen erster Dielektrikumsschicht 14 und der ersten Schicht 12 aus 

Schicht aus Eiektrodenmaterial und zweiter Schicht aus Eiektrodenmaterial zu erreichen, kann zwischen der Di- 

Elektrodenmaterial wird-im Bereich der Kontaktldcher 40 elektrikumsschicht 14 und der ersten Schicht 12 aus 

auf freigelegte Kanten der ersten Schicht aus Elektro- Eiektrodenmaterial, eine Haftschicht. z.B. Titan<Uoxid 

denmaterial eine zweite Isolationsschicht aufgebracht TiOa, aufgebracht werden. 

Die Isolationsschicht kann die Seitenwande des Kon- Fig. Ic zeigt die Anordnung nach einem weiteren 

taktlochs vollstandig aberdecken es konnen jedoch Verfahrensschritt, bei dem ein Kontaktloch 18 uber dem 

auch nur Teile der Seitenflachen der Kontaktlocher von 45 Source-Gebiet 4 des dargestellten Auswahltransistors 2 

der zweiten Isolationsschicht uberdeckt werden, was in der Isolationsschicht 10, der ersten Schicht 12 aus 

beispielsweise durch die Verwendung von kegelstumpf- Eiektrodenmaterial und der Dielektrikumsschicht 14 er- 

formigenKontaktlachem Oder von Kontaktlochem, die zeugt wurde. Im oberen Bereich des Kontaktlochs 18 

im Bereich der ersten Elektrodenschicht einen groBeren iiegt somit eine Kante 19 der ersten dicht 12 aus Elek- 

Durchmesser aufweisen als im Bereich der ersten Isola- 50 trodenmaterial frel 

tionsschicht, erreicht werden kann. In einem nachsten Verfahrensschritt wird erne zweite 

Halbieiterspeicheranordnungen, die nach dem erfin- Isolationsschicht 20 iiber der freiliegenden Kante 19 

dungsgemaSen Verfahren hergestellt werden, sind Ge- aufgebracht, wie in Fig. Id dargestellt Die zweite Isola- 

genstand der Unteranspriiche 7 bis IZ tionsschicht 20 aberdeckt in dem dargestellten Beispiel 

Die Erfmdung wird nachfolgend im Zusammenhang 55 Seitenflachen des Kontaktlochs 18 vollstandlg imd so- 
mit Ausfiihrungsbeispielen anhand von Figuren naher mit auch die freiliegende Kante 19 der ersten Schicht 12 
eriautert Es zeigcn: aus Eiektrodenmaterial und die Dielektrikumsschicht 14 

Fig. 1 ein Verfahren nach der Erfindung zur Herstel- im Bereich des Kontaktlochs 18. Ein geeignetes Materi- 

lung einer integrierten Halbleiterspeicheranordnung, al fur die zweite Isolationsschicht 20 ist beispielsweise 

Fig. 2 ein AusfQhrungsbeispiel einer Halbleiterspei- eo Siliaumdioxid Si02 oder Siliziumnitrid S13N4. Die zwei- 

cheranordnung nach der Erfindung, te Isolationsschicht 20 wird vorzugsweise durch Ab- 

Fig,3einweiteresAusfahrungsbeispieleinerHalblei- scheiden einer Schicht aus Isolationsmatenal m Rich- 

terspeicheranordnung nach der Erfmdung. tung der ersten Hauptflache 3 mit anschliefiender aniso- 

In den nachfolgenden Figuren bezeichnen, sofem tropcrAtzunghergesteDt 

nicht anders angegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche 65 F»g- z«igt dit Anordnung nach eineni nachsten 

Teile mit gleicher Bedeutung. Verfahrens schritt, be! dem cine zweite Schicht 16 aus 

In Fig. 1 ist ein Verfahren nach der Erfindung zur Eiektrodenmaterial in Richtungder ersten Hauptflache 

Herstellung einer Halbleiterspeicheranordnung anhand 3 flber der Anordnung abgeschieden wurde. Die zweite 
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Schicht 16 aus Elektrodenmaterial Qberdeckt die Di- 
elektrikumsschicht 14 in den Bereichen auBerhalb des 
Kontaktlochs 18, die rweite Isolationsschicht 20 an den 
SeitenflSlchen des Kontaktlochs 18 sowie das Source- 
Gebiet 4 des Auswahltransistors 2 am Gnind des Kon- 
taktlochs 18l 

Die zweite Elektrodenschicht 16, wird in einem nSch- 
sten Verfahrensschritt strukturiert, so daB Abschnitte 
16' der zweiten Schicht 16 aus Elektrodenmaterial ent- 
stehen, wobei die Abschnitte 16' einer zweiten Elektro- 
de 36 der Speicherkondensatoren der entstandenen 
Halbleiterspeicheranordnung 1 entsprechen und mit 
dem Source-Gebiet 4 jeweiis eines der Auswahltransi- 
storen verbunden sind, wie in Fig. If dargestellt Die 
Dielektrikumsschicht 14 entspricht einem Speicherdie- 
lektrikum 34, die erste Schicht 12 aus Elektrodenmateri- 
al einer ersten Elektrode 32, wobei die erste Elektrode 
32 in dem dargestellten Beispiel mehreren Speicherkon- 
densatoren der Halbleiterspeicheranordnung 1 gemein- 
sam ist Die zweite Elektrode 36 bildet bei dem darge- 20 
stellten Beispiel gleichzeitig die leitende Verbindung zu 
dem Auswahltransistor 2. 

In Fig. 2 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel einer 
nach dem Herstellverfahren der Erfindung hergestellten 
Halbleiterspeicheranordnung 1 dargestellt Das Kon- 25 
takdoch 18 weist in dem vorliegenden Beispiel im Be- 
reich der ersten Elektrode 32 und des Speicherdielektri- 
kums 34 einen groBeren Durchmesser auf ais im Bereich 
der ersten Isolationsschicht 10. Die zweite Isolations- 
schicht 20 uberdeckt in dem dargestellten Fail lediglich 
die erste Elektrode 32 und das Speicherdielektrika 34 im 
Bereich des Kontaktlochs 18. Die Seitenflachen des 
Kontakdochs 18 im Bereich der ersten Isolationsschicht 
10 sind nicht iiberdeckt 

Das in Fig- 3 dargestellte weitere Ausfiihnmgsbei- 
spiel einer Halbleiterspeicheranordnung 1, die mittels 
des erfmdungsgemaBen Herstellverfahrens hergestellt 
wurde, weist ein kegelstumpfformiges Kontaktloch 18 
auf. Die zweite Isoladonsschicht 20 Uberdeckt in dem 
dargestellten Beispiel die erste Elektrode 32 und das 40 
Speicherdielektrikums 34 im Bereich des Kontaktlochs 
18 sowie Telle der ersten Isolationsschicht 10 an den 
Seitenflachen des Kontaktlochs 18. Die zweite Isola- 
tionsschicht 20 weist mmdestens annahemd zu der er- 
sten Hauptflache 3 senkrechte Seitenflachen auf, so dafi 45 
die Dicke der zweiten Isolationsschicht 20 im Fall eines 
kegelstumpffarmigen Kontakdochs 18 aus Richtung des 
Source-Gebiets 4 in Richtung der ersten Hauptfl3che 3 
zunimmt 
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Bezugszeichenliste 

1 Halbleiterspeicheranordnung 

2 Auswahltransistor 

3 erste Hauptfliche 

4 Source-Gebiet 
6 Drain-Gebiet 
8 Gate 

10 erste Isolationsschicht 

12 erste Schicht 

14 Dielektrikumsschicht 

16 zweite Schicht 

16' Abschnitt der zweiten Schicht 

18 Kontaktioch 

19 Kante der ersten Schicht 

20 zweite Isolationsschicht 
32 erste Elektrode 

34 Speicherdielektrikum 
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36 zweite Elektrode 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer integrierten 
Halbleiterspeicheranordnung mit folgenden Ver- 
fahrensschritten: 

— Bereitstellen einer Anordnung aus Aus- 
wahltransistoren (2); 

— Abscheiden einer ersten Schicht (12) aus 
Elektrodenmaterial auf einer ersten Hauptfla- 
che (3) emer Isolationsschicht (10) flber der 
Anordnung aus Auswahltransistoren (2); 

— Abscheiden einer Dielektrikumsschidit (14) 
fiber der ersten Schicht (12) aus Elektroden- 
material; 

— Erzeugen von KontaktiOchem (18) flber 
Source-Gebieten (4) der Auswahltransistoren 

(2); 

— Anordnen einer zweiten Isolationsschicht 
(20) auf einer freigelegten Kante der ersten 
Schicht (12) aus Elektrodenmaterial; 

— Abscheiden einer zweiten Schicht (16) aus 
Elektrodenmaterial in Richtung der ersten 
Hauptflache(3); 

— Strukturieren der zweiten Schicht (16) aus 
Elektrodenmaterial 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dielektrikumsschicht (14) aus ei- 
nem Material besteht, das ferroelektrische Eigen- 
schaf ten aufweist 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Dielektrikumsschicht (14) 
aus einem Material besteht. dessen Dielektrizitats- 
konstante grdBer als 10 ist 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
sprilche, dadurch gekennzeichnet, daB das Material 
ein oxidisches Dielektrikum, insbesondere SBTN 
SrBi2(Tai-xNbx)209. SBT SrBi2Ta209. P2T (Pb, 
2:r)Ti03, BST (Ba, Sr)Ti03 oder ST SrTiOs ist 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
sprfiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Kon- 
taktloch (15) im Bereich der ersten Schicht (12) aus 
Elektrodenmaterial einen groBeren Durchmesser 
aufweist als im Bereich der ersten Isolationsschicht 
(10). 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Kon- 
taktioch (15) kegelstumpffdrmig ausgebildet ist 

7. Integrierte Halbleiterspeicheranordnung, beste- 
hend aus einer Anzahl gleichartiger Speicherzellen, 
die jeweiis folgende Merkmale aufweisen: 

7.1. einen Auswahltransistor (2), der ein Sour- 
ce-Gebiet (4), ein Drain-Gebiet (6) und ein Ga- 
te (8) aufweist; 

72. eine erste Isolationsschicht (lOX die sich 
fiber dem Source-Gebiet (4) des Auswahltran- 
sistors (2) befindet; 

73. eine auf einer ersten Hauptfiache (3) der 
Speicheranoidnung (1) angeordnete erste 
Elektrode (30) mit daruberliegendem Spei- 
cherdielektrikum (32); 

gekennzeichnet durch folgende weitere Merkmale: 

7.4. ein Kontaktioch (18) Qber dem Source-Ge- 
biet(4); 

7.5. die erste Elektrode (30) ist im Bereich des 
Kontaktioches (18) von einer zweiten Isola- 
tionsschicht (20) uberdeckt; 
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7.6. eine zweite Elektrode (34) befindet sich 
uber dem Speicherdielektrikum (32) und ist lei- 
tend mit dem Source-Gebiet (4) des Auswahl- 
transistor (2) verbundeiL 

8. HaJbleiterspeicheranordnung nach Ansprucfa 7. 5 
dadurch gekeimzeichnet, dafi das Speicherdielek- 
trikum (34) ferroelektrische Eigenschaften auf- 
weist 

9. Halbleiterspeicheranordnung nach einem der 
AnsprQche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daB 10 
das Speicherdielektrikum (34) eine Dielektrizitats- 
konstante grdBer als 10 besitzL 

10. Halbleiterspeicheranordnung nach einem der 
AnsprQche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Speicherdielektrikum ein oxidisches Dielektri- 15 
kum, insbesondere SBTN SrBi2(Tai -xNWiOg, 
SBT SrBizTazO^. PZT (Pb, Zr)Ti03, BST (Ba, 
$r)Ti03 Oder ST SfUOz ist 

1 1. Halbleiterspeicheranordnung nach einem der 
Anspruche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB 20 
das Kontaktloch (18) im Bereich der ersten Oektro- 
de (32) einen groBeren Durchmesser aufweist, als 
im Bereich der ersten Isolationsschicht (10) 

12. Halbleiterspeicheranordnung nach einem der 
Anspruche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB 25 
das Kontaktloch (18) kegelstumpfformig ausgebil- 
detist. 
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